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裏面電極型結晶シリコン太陽電池の低コスト・高効率化のために、スクリーン印刷技術を用い

た電極形成を行い、裏面からも光取り込みが可能な、両面受光-裏面電極型結晶シリコン太陽電池

の開発を進めている。前回の応用物理学会[1]では、短絡電流密度を低下させている要因である電

気的遮蔽損失について報告を行なった。本研究では、バスバー部分で特に大きかった電気的遮蔽

損失の抑制を行うためのセル構造の改善について報告を行なう。 

n 型 CZ シリコン基板(厚さ：約 200 μm、比抵抗：1-5Ωcm)にテクスチャ形成後、エミッタ領域

および BSF領域を熱拡散により形成した。その後、パッシベーション膜および反射防止膜を製膜

した。電極形成にはスクリーン印刷技術を用いた。エミッタ領域、BSF 領域にそれぞれ印刷後、

焼成を行ない、フィンガーおよびバスバー電極を形成した。バスバーはエミッタ領域、BSF 領域

にそれぞれ 4本形成し。計 8本とした。 

セル裏面の拡散領域および電極パターンの異なる 2 つ

のセルを作製した。フィンガー電極およびバスバー電極を

同時に形成する構造(図 1(a))とフィンガー電極とバスバー

電極を別々に形成する構造(図 1(b))である。図 1(a)の構造

ではバスバー拡散領域で電気的遮蔽損失が発生する。対し

て、図 1(b)の構造ではファイヤースルーしないペーストを

バスバー電極に使用することで、電極下部の拡散領域を形

成する必要が無くなり、電気的遮蔽損失の抑制が可能とな

る。作製したセルではバスバー拡散領域分の短絡電流密度

が向上し、変換効率 21.1%が得られている。本講演では、

セル構造および量子効率測定から得られた特性分布の比

較について詳しく述べる 
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Fig. 1 IBC Si solar cell  
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